HITACHI stellt vor:

Das 256 KBit DRAM

iner der fuhrenden Halbleiter - Hersteller bietet
HITACHI eine breite Palette von dynamischen RAMs an
d steht firr Spitzenqualitat und Lieferzuverlassigkeit.
r finden Sie die Produkte, nach denen Sie suchen und
uverlassigkeit, die Sie fordern. Dies wurde erméglicht
« modernster Fertigungstechniken und einer groBen Er-
rung in der Schaltkreisentwicklung, die ihresgleichen sucht.

ute: Das 256 KBit DRAM

M 50256 ist das jlingste Mitglied der DRAM- Serie
1 HITACHI, konfiguriert als 262 144 Worte X 1 Bit.
Baustein erlaubt herkdmmlichen schnellen Page-
= Betrieb mit Zugriffszeiten von 120, 150 oder 200 ns
d bistet Memory- Refresh in drei Betriebsarten: Nur
CAS vor RAS und "Hidden- Refresh”. Eine Nibble-
de- Ausfihrung - der HM 50257 - steht dariiber hin-
8 flr serielle 4 Bit- Schreib- Lese- Anwendungen zur
iftigung. Beide Typen sind in einem Standard- 16- Pin-
?Ea%gallls'et untergebracht, das voll mit dem 64K DRAM
. el ist.

mpatibilitat ist sehr wichtig fur HITACHI bei der Ent-
ung neuer DRAMS; ein Punkt, der bewiesen wurde
m Weg vom 1 KBit zum 256 KBit DRAM.
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Die jiingsten Produkte sind das Ergebnis der HITACHI-
eigenen 2- Micron- ProzeBtechnologie, mit der sich

noch mehr Speicherkapazitét in hochzuverldssige Bau-
elemente packen I4B8t. Das bedeutet auBergewd&hnliche
Leistung und Kompaktheit in Blirosystemen, tragbaren
Elektronikgeraten und bei allen Anwendungen, bei denen
es auf Geschwindigkeit und Leistung ankommt.

In Zukunft: Das 1 MBit DRAM

In Entwicklung sind derzeit eine 8- Pin- Ausfiihrung mit ei-
ner Konfiguration von 64 K Worte X 4 Bit sowie ein

28- Pin- Typ mit 32 K Worten X 8 Bit. AuBerdem arbei-

ten HITACHI- Ingenieure an Leadless Chip Carriers (LCCs)
mit Keramikgehéausen und an Plastik- LCCs, wodurch die
Abmessungen der Bauelemente noch weiter verringert
werden kdnnen. SchlieBlich soll in Kiirze eines der ersten
1 MBit DRAMs der Welt vorgestellt werden.

Solche Innovationen sind nur deshalb méglich, weil
HITACHI gréBten Wert auf Forschung und Entwicklung
legt — mit ca. 16 000 Ingenieuren in-Elektronik und angren-
zenden Bereichen. Wenn Sie also bereit sind fir das
Beste in der DRAM- Technologie: Wenden Sie sich an

ein filhrendes Unternehmen. Setzen Sie sich mit HITACHI
in Verbindung.
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NEUSS
Hitachi Electronic Components Europe GmbH - Breslauerstr. 6 - 4040 Neuss 1
Tel.:(02101) 150027-29 - Telex:8518039 - Telefax:(02101) 101513
STUTTGART
Hitachi Electronic Components Europe GmbH - FabrikstraBe 17 © 7024 Filderstadt
Telefon: (07 11) 772011 - Teletex:7 111410
PARIS
Hitachi Electronic Components Europe GmbH - Bureau de Représentation en France
95- 101, Rue Charles- Michels « F- 93200 Saint Denis - Telefon:01-8218015
Telex: 611 387 * Telefax:01-2436997
MAILAND
Hitachi Electronic Components Europe GmbH - Via B. Davanzati, 27 * |- 20 158 Milano
Telefon:02- 3763144 - Telex:H 323377 - Telefax: 02- 683 730




